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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

超伝導線材の開発及び実用上重要な超伝導接続技術の開発のために電流経路の改善
を目指して、薄膜やバルク体における電流特性と組織の関係性を明らかにすると共
により高い電流密度特性を得るための指針獲得を目的として研究を行っている。こ
のため、組織と特性の関係性を明らかにするため、薄膜試料及びバルク体試料の作
製や評価のために共用設備の利用を行った。

実験
Experimental

レジストを塗布した基板にマスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]を用いて照射を行
い、目的とするパターンを形成した。その後、Zr、Nb、Al2O3、SiO2などの材料を
この基板上にスパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]を用いて形成し、リフトオフによりレ
ジストを除去することで、パターンとしてのストライプ状の隆起した構造体が残存
する。続いて、申請者所有の装置によりパルスレーザー堆積法により、YBCO
やGdBCO薄膜をその上に堆積させた。

結果と考察
Results and Discussion

パターンを施した薄膜と何も施してない薄膜の間でXRDパターンに有意差はみられ
なかった。また、SEM-EBSD観察結果から、STO基板上に形成されたYBCOは3軸
配向していることがわかった。これらの膜の光磁気イメージング法による磁気像を
取得した結果、バンク領域の非超伝導状態とSTO基板上の超伝導状態を持つ相が分
離していることが分かった。Zrストライプ上では結晶方位がずれているが、YBCO
が形成されることが確認できている。一方で、NbやAl2O3、SiO2上ではYBCOは形
成されず、不純物が多数形成されることが分かってきた。さらにSiO2においてはパ
ターンとして形成させた幅を超えて影響が及んでいることが分かってきた。
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